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요약

    
기존의 강유전성 액정을 구동시키는데 있어서, 강유전성 액정이 가지고 있는 자발분극의 영향으로 강유전성 액정에 실
질적으로 걸리는 데이터 전압은 인가된 전압보다 낮게 걸리게 된다. 종래에는 이를 보상하기 위하여 엔프레임 쿼지디씨
(N frame Quasi-DC)의 방법으로 구동시키고 있다. 그러나 이 방법에서도 강유전성 액정에 걸리는 데이터 전압이 전
압인가후 포화투과율에 도달하기 위하여 일정한 시간이 요구되는 단점을 가지고 있다. 이것을 다른 방법으로 보상하기 
위하여 스토리지 캐패시턴스(Storage Capacitance)를 부착하여 사용하나 이것 또한 픽셀의 개구율 감소가 발생하여 
화면 투과율에 큰 영향을 미치게 되며, 컨트라스트(Contrast)에도 치명적인 영향을 준다. 본 발명에서는 이러한 문제
를 개선하기 위하여 새로 발명한 엠(M)분활 블록디씨(Block DC)방법으로 스캔할 전화면의 전체라인을 엠(M)번 분할
하여 첫번째 블록의 스캔라인을 엔(N)번 스캔주사하고, 다음번 블록을 같은 방법으로 엔(N)번 스캔주사하고, 마지막 
블록의 스캔라인도 엔(N)번 스캔주사방법으로 구동시킴으로써 강유전성 액정의 투과율을 극소의 시간범위안에 포화시
킴으로, 실질적인 데이터 전압크기가 그대로 액정에 걸리게 하는 방법으로, 스토리지 캐패시턴스를 부착하지 않아도 되
며, 고전압을 가하지 않아도 되는 효율적인 구동방법을 발명하였다.
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대표도

색인어
액정, 강유전성액정, 구동방법, 스토리지캐패시턴스, 액티브매트릭스

명세서

도면의 간단한 설명

도면1은 강유전성 액정셀의 등가회로

도면2는 강유전성액정셀의 액티브소자와 액정을 표기한 등가 구동회로

도면3-1은 강유전성 액정셀의 인가 데이터 전압파형

도면3-2는 강유전성 액정셀에 실질적으로 걸리는 데이터 전압파형

도면4는 종래방식1의 스캔전압 및 데이타전압에 의한 액정셀의 투과율 변화파형

도면5-1는 종래1의 액티브구동에 의한 투과율 변화파형

도면5-2는 종래방식1을 개선한 종래방식2의 엔(N)플레임 쿼지디씨(quasi-DC)방식에 의한 투과율변화

도면6은 프레임 분할법에 의한 종래방식2의 쿼지디씨 방법에 의한 투과율 변화의 실험결과

도면7은 종래방식2인 퀴지디씨 방법에 의한 스캔전압의 타이밍차트

도면8은 발명한 엔(N)프레임 블록디씨 방법에 의한 스캔펄스 인가 파형

(발명한 엔(N)프레임 블록디씨 방법을 화면전체의 스캔라인을 N블록하여 첫번째 블록에서 첫 번째스캔라인 부터 첫 
번째 블록의 마지막 라인까지 N번 스캔하고, 두 번째 블록에서 첫 번째스캔라인에서부터 스캔하고 두 번째 블록의 마지
막 라인까지 N번 스캔, 다음블록도 동일한 방법에 의하여 스캔하고, 1 필드가 끝나면 2 필드(필드2개를 1플레임이라고 
함)에서 역전(-전압)해서 앞에 방법과 동일한 방법에 의해 스캔하는 발명임)
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도면9는 종래방식2의 쿼지디씨 구동법과 발명한 N프레임블록디씨 구동법에 의한 시간별 투과율의 실험결과 특성

＜도면의 주요부분에 대한 부호의 설명＞

(도면1)

1:데이타 인가전압, 2:액티브소자의 스윗치 대응, 3:픽셀의 캐패시턴스, 4:강유전성 액정의 저항, 5:자발분극에 의한 
캐패시턴스

(도면2)

1:소스단자의 데이터전압 VD , 2.게이트단자, 3:픽셀의 캐패시턴스, 4:강유전성액정의 저항, 5:자발분극에 의한 캐패시
턴스,

(도면3-1, 도면3-2)

1: 픽셀에 가해준 데이터전압의 크기, 2:픽셀에 가해준 데이터전압이 강유전성액정의 시정수에 의하여 실질적으로 인가
되는 전압,

(도면4)

1.게이트단자에 인가되는 스캔전압, 2:소스단자에 인가되는 데이터전압, 3:픽셀에 걸리는 전압, 4:액정에 걸리는 전압, 
5:투과율

(도면5-1)

1:스캔전압, 2:데이타전압, 3:픽셀에 걸리는 전압, 4:액정에 걸리는 전압, 5:투과율

(도면5-2)

종래방식2의 쿼지디씨 구동방법에 의한 스캔전압, 데이터전압, 픽셀에 걸리는 전압, 투과율관계 표시도

1:스캔전압, 2:데이타전압, 3:픽셀에 걸리는 전압, 4:액정에 걸리는 전압, 5:투과율

(도면6)

종래방식2의 쿼지디씨방법에 의한 시간에 대한 투과율 변화 표시의 실험결과로 1:1플레임분할시 투과율, 2: 2플레임분
할시 투과율, 3:5플레임분할시 투과율, 4:10플레임분할시 투과율, 5:20플레임분할시 투과율

(도면7)

종래방식2의 스캔펄스 인가방법에 대한 파형

(1 필드를 N번으로 나누어 첫 번째 스캔라인부터 마지막 스캔라인까지 스캔하는 종래방식2의 파형)

1:첫번째로 분할된 타이밍에서 첫 번째 스캔라인에 인가되는 게이트전압파형, 2:첫번째로 분할된 타이밍에서 마지막 스
캔라인에 인가되는 게이트 전압파형, 3:두번째로 분할된 타이밍에서 첫 번째 스캔라인에 인가되는 게이트 전압파형, 4
:두번째로 분할된 타이밍에서 마지막 스캔라인에 인가되는 게이트전압파형,

5,6,7,8:각각 1,2,3,4파형의 마이너스(-) 전압인가 파형, (그림에서는 절대치로 표시함),
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9:스캔라인, 10:데이타전압 인가라인

(도면8)

1:M븐할된 첫 번째 블록의 첫 번째 스캔라인에 인가되는 게이트 전압파형, 2:M분할된 첫 번째 블록의 두 번째 라인에 
인가되는 게이트 전압파형, 3:M분할된 마지막 블록의 첫 번째 라인에 인가되는 게이트 전압파형, 4:M분할된 마지막 
블록의 마지막 라인에 인가되는 게이트전압파형, 5,6,7,8:각각 1,2,3,4파형과 부호가 다른 마이너스(-) 인가 파형(도
면에서는 절대치 크기로 표시하였음.) ,

9: 스캔라인, 10: 데이터 전압 인가 라인

(도면9)

1: 발명한 엔프레임블록디씨 구동방법에 의한 투과율 실험결과

2: 종래방식2의 쿼지디씨 구동방법의 투과율 실험결과

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

    
본 발명은, 강유전성액정으로 구성된 엘씨디(LCD;Liquid Crystal Disply)의 구동방법을 실현시키기 위한 방법으로, 
종래방식으로는 크게 나누어 2가지가 실현되어 있다. 즉, 액티브구동방법인 액티브매트릭스 구동방법(도면5-1)으로 
여기서는 종래방식1로 표현하고, 이러한 종래방식1은 1필드에 입력하는 스캔펄스(16.7ms÷스캔라인수)를 각라인마다 
순차적으로 인가하여 구동시키는 방법이다. 그러나 이러한 종래방식1에서는 도면5-1에서 보인바와 같이 스캔전압이 
인가된 그시간동안 데이터 전압이 인가되면 강유전성액정 픽셀의 액정분자가 동작하게 되는데, 이때의 액정자체에 걸리
는 전압은 도면1과 도면2에서 보인바와 같이 액정의 픽셀케패시턴스보다(도면1의 3, 도면2의 3) 자발분극에 의한 캐
패시턴스(도면1의 5, 도면2의 5) 가 크기 때문에 실질적으로 액정에 인가되는 데이타 전압은 전압이 저감되어 인가되
게 된다. 그리고 액정자체의 캐패시턴스(도면1의 3, 도면2의 3)와 저항(도면1의 4, 도면 2의 4)의 곱에의한 시정수의 
영향으로 도면3-1의 1과 같은 데이터전압이 도면3-2의 2와 같이 시간의 경과와 함께 포화되게 된다. 따라서 도면4에 
보인바와 같이 픽셀에 인가된 전압과 액정에 걸리는 전압(도면4의 4)은 실질적으로 시간함수로 서서히 포화하게 되며, 
그 포화정도도 작아 만족할 만한 투과율(도면4의 5) 실현이 불가능하게 된다. 이를 개선하기 위하여 도면7(종래방식2
;쿼지디씨 구동방법)과 같이 1필드를 N번 으로 나누고, 그 펄스폭을 1필드÷N번÷스캔라인 수의 시간폭으로 하여 전
라인을 스캔(도면7의 1,2,3,4)하게 된다. 필드가 바뀌면 부호만 반대인 마이너스(-)전압(도면7의 5,6,7,8)이 게이트
에 인가하게 된다. 즉 1필드를 N번으로 나눈시간동안 첫 번째 스캔라인부터 최종라인까지 스캔하고, 다음번째에 펄스
가 첫 번째부터 마지막 스캔라인까지 또 스캔하게 된다. 이렇게 스캔하는 신호는 도면2의 2에 표시한 게이트로 입력되
며, 그 동안에 도면2에서 1인 소스로 들어오는 데이터신호가 있으면 그 신호만 픽셀에 가해지게 된다. 그러나 이것도 
도면6에서 보는 바와 같이 1프레임을 N분할 한 정도에 의해 중간레벨이 실현되지만 그 투과율 특성은 완만한 커브를 
그리면서 투과율이 증가하게 된다. 이것이 강유전성액정을 구동시키는데 있어, 투과율을 감소시키는 원인이 된다. 이렇
게 투과율 특성이 떨어지면, 액정의 ON상태시의 밝기가 감소하기 때문에 컨트라스트가 떨어지는 문제를 가지게 된다. 
본 발명에서 주요한 기술적과제로는 종래방식1또는 2에서의 투과율을 저감효과를 개선하는 과제를 주요 발명안으로 하
였다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제
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본 발명에서의 해결하고자 하는 기술적 과제는 크게 나누어 2가지이다. 첫째로는 종래방식1(도면5-1)에서 문제로 된 
투과율 향상을 기하고자 개선한 쿼지디씨 방식인 종래방식2(도면5-2)에서 조차 투과율의 크기는 향상되나, 액정의 저
항과 캐패시턴스의 영향으로 시정수에 의한 투과율 포화시점까지 시간의 경과와 함께 증가하는 완만한 특성(도면6)이 
나타나게 된다. 이때의 피크포인트(peak point)까지 최고 투과율이라고 가정하면 약1/2정도의 투과광을 손실하여 상
대적으로 만족할만한 투과율 실현이 불가능하게 된다. 이것을 개선하는 것이 본발명의 주요 부분이다. 둘째로는 발명한 
방법을 가장 최적화하여 구동시키기 위한 문제해결을 하여 최상의 투과율과 최적화한 컨트라스트 실현에 의한 시인성
을 좋게하는 하는 것이 본발명의 기술적인 과제이다.
    

    발명의 구성 및 작용

도면1은 강유전성액정셀을 등가적으로 표시한 회로도로, 데이터전압VD 가 스윗치2(도면2의 게이트에 해당)가 온(on)
하면 데이터전압VD 는 액정캐패시턴스3과 자발분극캐패시턴스5, 액정저항RLC 에 가해지게 된다. 이때 자발분극 캐패시
턴스 5가 액정캐패시턴스3 보다 크기 때문에 많은 전압이 자발분극캐패시턴스 5에 인가되고, 남은 부분이 액정캐패시
턴스3에 가해지게 된다. 이것을 데이터전압 파형으로 구분하면 도면3-1과 같은 데이터전압은 액정셀의 저항성분과 정
전용량(Cpix)의 곱인 시정수의 영향으로 도면3-2와 같이 시간t의 함수로 전압이 인가되게 된다.

도면4에서는 종래방식1의 구동방법을 타이밍차트(timing chart)로 표시한 도면으로 도면4의 1과 같은 스캔전압이 인
가되는 동안 도면4의 2와 같은 데이터전압이 인가되면, 시간함수로서 픽셀에 걸리는 전압은 도면4의 3과 같은 V D 가 
걸리게 된다.

이때 액정은 시정수의 함수로서 동작하여 도면4의 5와 도면5-1의 5와 같은 투과율을 나타나게 된다. 이러한 특성은 
포화하는데 까지 시간t가 필요한 부분과, 포화(Satruration)된 투과율이 크기가 아주 작아 강유전성 액정셀의 밝기가 
어두운 단점을 가지고 하며, 컨트라스트도 낮아 시인성이 좋지 않은 문제점을 가지게 된다.

    
이러한 문제를 개선하기 위하여, 종래방식2에서는 종래방시1의 단점을 극복하기 위하여 도면5-2와 도면7과 같은 쿼지
디씨 방법이 제안 되었다 즉, 도면7에서와 같이 1필드의 시간을 N분할하여 스캔할 전면적을 분할된 시간 동안 전부스
캔하는 방식으로 픽크투과율(Peak Transmittance)까지 증가할 수 있도록 하였다. 이방법에 의해 실험한 결과를 도면
6(CS-4001제품의 FLC사용한 결과)에 표시하였다. 이러한 피크치는 필드를 몇분할 하느냐에 따라 중간레벨을 결정할 
수 있게 된다. 그러나 이방법은 종래방식1보다는 개선되었지만 도면6에서 보는 바와 같이 액정의 시정수의 효과가 그대
로 남아있어 투과율이 최고점까지 도달하는 데에는 시간t가 소요되며, 이러한 특성이 인간이 보는 시각적인 투과율 저
하의 효과를 발생케 한다.
    

이것을 개선하기 위한 본 발명에서는 도면8에 보인 바와 같이 먼저 스캔할 전스캔라인을 M분할하고, 분할된 구간('블
록'이라 명명)을 N번 스캔하는 방식이다.

    
이렇게 함으로서 스캔된 구간안에 데이터가 들어오면 게이트를 오픈(Open)하여 액정셀에 걸리는 전압의 실효값을 상
대적으로 많이 걸리게 하여 투과율을 향상시키는 방법이다. 실질적으로 강유전성액정(Chisso사 CS4001제품)을 사용
하여, 디스플레이 픽셀을 실현(셀두께:2um)하여, 쿼지디씨방법으로 구동한 결과와 N플레임 블록디씨방법에 의하여 구
동한 실험결과를 도면9에 표시하였다. 도면9의 결과와 같이 발명한 N플레임 블록디씨방법에 의해 구동시켜 얻은 특성
은 종래방식2인 쿼지디씨 방법의 구동결과 보다 투과율의 피크값은 동일하나 정해진 시간 동안의 실질적인 유효투과율
은 약2배의 효과를 가지게 된다.
    

    발명의 효과
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본 발명을 함으로서 얻을 수 있는 효과는 첫째, 기존의 쿼지디씨구동과 비교할 때 약2배의 실효적인 투과율이 향상되어 
밝은 화상실현을 시킬 수 있는 장점을 가지며, 둘째로는 종래방식2인 쿼지디씨 방법으로 발명한 N플레임블록디씨방법
과 같은 투과율을 얻기 위해서 높은 전압을 인가할 필요가 없게 된다. 이렇게 하려면 고전압 IC를 사용하거나 스토리지
캐패시턴스를 사용하여 상대적으로 액정에 걸리는 전압을 많게 하는 방법이 연구되고 있지만 그러한 방법과 비교하여
도 본 발명한 구동법에서는 기존의 저전력IC와 스토리지 캐패시턴스도 사용하지 않고도 고투과율 실현이 가능하므로, 
높은 개구율실현이 가능한 장점을 가진다.
    

셋째로는 강유전성액정의 전원이 온(ON)상태시에 투과율이 향상되므로, 기존방식과 동등 투과율을 얻으려면 상대적으
로 백라이트의 휘도를 밝게 해야 하므로, 본 발명은 소비전력감소 및 컨트라스트가 배로 증가하는 효과를 실현시킬 수 
있게 되는 특징을 가진다. 이렇게 함으로서 강유전성액정의 과제중의 하나인 양호한 시인성을 실현할 수 있게 되는 장
점을 가진다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

본 발명은 평판디스플레이의 투과율, 컨트라스트를 향상시키기 위한 구동법으로 도면 8과 같이 스캔할 전라인을 엠(M)
분할하고, 엠(M)분할된 스캔라인을 다시 N번 스캔하는 방식의 구동법이다.

청구항 2.

[청구항 1] 에서의 엠(M)분할은 2분할부터 전스캔라인수에 해당하는 분할이 가능하며, 엔(N)스캔수는 최소1번부터 
최저 80번까지 가능한 구동법이다.

도면
도면 1
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摘要(译)

在驱动铁电液晶时，由于铁电液晶的自发极化，基本上施加到铁电液晶
的数据电压低于施加的电压。传统上，它由N帧Quasi-DC的方法驱动以
对其进行补偿。然而，该方法的缺点还在于，施加电压后施加到铁电液
晶的数据电压达到饱和透射率需要恒定的时间。为了通过其他方法对其
进行补偿，附加了存储电容，但是这也导致像素的开口率降低，这极大
地影响了屏幕透射率并且还对对比度产生严重影响。为了解决这样的问
题，本发明通过新发明的M（M）块DC方法将整个屏幕的整行划分为M
（M）次，一旦扫描扫描，并且以相同的方式，下一个块日元（N）扫描
一次扫描，通过驱动扫描线也¥（N）一次扫描中的最小的时间范围内的
铁电液晶的透射率的最后一个块sikimeuro饱和的扫描方法，本发明的发
明人发明了一种有效的驱动方法，其不需要附加存储电容并且不需要施
加高电压，因为实际的数据电压幅度直接施加到液晶。        - 1 -   指数
方面 液晶，铁电液晶，驱动方法，存储电容，有源矩阵
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